
高輝度放射光による先端分光という電子・磁
気・軌道状態を「見る」技術、酸化物MBEとい
う酸化物を原子レベルで制御しながら「作る」
技術、高性能計算機による機能予測という
「知る」技術、を高いレベルで融合することに
より、酸化物の物性を設計・制御することで新
しい量子物質の創生を目指す。 
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酸化物量子井戸構造に誘起される 
新規２次元電子状態とその機能探索 
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In situ光電子分光+LaserMBE装置 

(VGS: SES2002)	


@BL2A MUSASHI 

@ KEK-PF BL-2A

In-situ ARPES + Laser MBE複合装置 
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 Atomically flat surface 
 Chemically abrupt interface	


バンド構造、価数、 
状態密度、軌道状態	
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エネルギー分解能 

>20,000を達成	
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La0.6Sr0.4MnO3/Nb:SrTiO3 薄膜のin situ高分解能ARPES	
 

ブリュアンゾーンとフェルミ面の模式図	


60 eV	


88 eV	


ARPESによるフェルミ面マッピング結果	


ホール面バンドの詳細な電子状態解析	


3次元ペロブスカイトMn酸化物!
において初めてキンク構造を発見	


エネルギー可変放射光による3次元的電子状態観測	


キンク構造のホール面上波数依存性	


キンク構造はホール面全体にわたってほぼ等方的に存在する	


局在的なヤーンテラーフォノンと!
伝導電子との強い相互作用を示唆	


酸化物量子井戸の原子レベルでの構造（X線回折）、電子（光電
子分光）・磁気・軌道状態（X線吸収分光）、等の理解を通して、
低次元強相関量子状態の設計・制御のための指針を導き出す。
さらには、「設計指針の確立」にとどまらず、薄膜作製グループと
の密接な連携を通して実際の超構造の設計・合成、および量子
物性の創製する。	


今後の展望	


PF S2課題 2015S2-005	


本課題の狙い!

実験方法! 今年度の成果!


